BF 180

BF 181
BF 182
Si-Epitaxial- Planar-Transistoren NPN BF 183
Ausgfithrung Metallgehéuse TO 72, 256 048”
galvanisch mit dem Kollektor verbunden. LLR ‘L‘ —
Linseg RIS . —
Anwendung b PN [}
BF 180 fiir regelbare und nicht geregelte Vor- s T
stufen in VHF -und UHF - Tunern T0 72 (0,45g) 11
BF 181 fiir Mischstufen in VHF -und UHF - Tunern
BF 182
BF 183 fiir Oszillatorstufen in VHF -und UHF -
Tunern.

Grenzwerte bei Tyy=25°C

BF 180 BF 182

BF 181 BF 183
Kollektor-Basis-Spannung Ucpo |30 v
Kollektor-Emitter-Spannung Ucro |20 \%
Emitter-Basis-Spannung Ugpo |3 v
Kollektorstrom Ic 20 mA
Gesamtverlustleistung Piot 200 mW
bei T =25°C l 375
Sperrschichttemperatur Tj 175 °C
Lagertemperatur Tg -55...175 -65...175 | °C
Wirmewiderstand . °C/wW
Sperrschicht/Geh#duse Ring K400
Sperrschicht/Luft Riyhy K750
2,70
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BF 180
BF 181
BF 182
BF 183

Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN

Allgemeine Kennwerte bei Ty;=25°C
Kollektor-Basis- Icpo=10 KA BF 182 U(BR)CBO >30 A\
Durchbruchspannung * BF 183
Emitter-Basis- IERO= 10 A U(BR)EBO | >3 v
Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter IcE0=2 mA U(BR)CEO >20 v
Durchbruchspannung
Basis-Emitter- Ic=2 mA BF 180 | Ugg 0,75 v
Spannung Ucp=0YV BF 181
Ucp=10V -Ip =2 mA BF 182 0,8
-Ig =3 mA BF 183
Kollektor-Basis- UcBo=20V BF 180 | Ico 10 nA
Reststrom BF 181
BF 182 1
BF 183
statische Strom- Ic=2 mA BF 180 | ha & 45 (>15)
verstiarkung
Ucgp=10V BF 181 30(>20)
BF 182 70 (>10)
IC =3 mA BF 183
Ucg=71V Ic=12 mA BF 180 >6
Verstirkungsregel- Ic=10 mA BF 180 AGp 40 dB
bereich in Basis- f=500 MHz
schaltung
Vierpolkoeffizienten
Ucg=0V f=50 MHz -Ig=2 mA BF 182 | g11p 65 m$
-Ip=3 mA BF 183 80
f=200 MHz -Ig=2 mA BF 182 50
-Ig =3 mA BF 183 55
=470 MHz -Ip=2 mA BF 180 32
BF 181 34
f=500 MHz -Ip =2 mA BF 182 25
-Ip=3 mA BF 183 20
f=800 MHz  -Ip=2 mA BF 180 17
BF 181 15
=900 MHz -Ip=2 mA BF 182 9
-Ig=3 mA BF 183 5

12.70
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BF 180

BF 181
BF 182
Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN BF 183
Allgemeine Kennwerte bei Tyy=25°C (Fortsetzung)
Vierpolkoeffizienten
Ucg=10V £=50 MHz -Ip=2 mA BF 182 [-byip 6 mS
-Igp=3 mA BF 183 1
£=200 MHz -Ip=2mA BF 182 20
-Ip=3 mA BF 183 35
=470 MHz -Ip=2 mA BF 180 30
BF 181 31
f=500 MHz -Ip=2 mA BF 182 25
-Igp=3 mA BF 183 35
£=800 MHz -Ig=2 mA BF 180 24
BF 181
f=900 MHz -Ig=2 mA BF 182 20
-Ip=3 mA BF 183 15
f=50 MHz -Ip=2 mA BF 182 ||yb 60 usS
-Ip=3 mA BF 183
f=200 MHz -IE=2 mA BF 182 200
-Ip=3 mA BF 183 230
f=470 MHz -Ip=2 mA BF 180 420
BF 181
f=500 MHz Ip=2 mA BF 182 500
-Ip=3 mA BF 183 450
f=800 MHz -Ip=2mA BF 180 750
BF 181 780
f=900 MHz -Ip=2 mA BF 182 900
-Im=3 mA BF 183 800
f=50 MHz -Ip=2 mA BF 182 | ¢pp 90 °
-Ip=3 mA BF 183
f=200 MHz -Ig=2 mA BF 182
-Ip=3 mA BF 183
£=470 MHz -Ip=2 mA BF 180 260
‘ BF 181 270
f=500 MHz -Ig=2 mA BF 182 90
-Ig=3 mA BF 183
f=800 MHz -Ip=2 mA BF 180 260
BF 181
12.70
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BF 180
BF 181
BF 182
BF 183

Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN

Allgemeine Kennwerte bei T{y=25°C (Fortsetzung)

Vierpolkoeffizienten
UCB =10V {=900 MRz Flp =2 mA BF 182 ?12b 90 °
L1z =3 mA BF 183
f=50 MHz  [Ig-2 mA BF B2 |1y21p0 65 mS
[Tz=3 mA BF 183 85
£=200 MHz FIp=2 mA BF 182 55
[1r =3 mA BF 183 65
f=470 MHz |[Igp=2 mA BF 180 40
BF 181
£=500 MHz Flp =2 mA BF 182 28
FIgp =3 mA BF 183 38
=800 MHz rlp =2 mA BF 180 28
BF 181 30
f=900 MHz Fip=2 mA BF 182 15
g =3 mA BF 183
f=50 MHz  }Ig=2 mA BF 182 |¥21p 160 .
g =3 mA BF 183 150
£f=200 MHz Figp=2 mA BF 182 140
[Tz =3 mA BF 183 130
£=470 MHz rlp =2 mA BF 180 85
BF 181 80
f=500 MHz }Ig=2 mA BF B2 75
[z =3 mA BF 183 80
£=800 MHz Flg=2 mA BF 180 50
BF 181 40
f=900 MHz Fp=2 mA BF 182
rIgp =3 mA BF 183 50
f=50 MHz  }ip=2 mA BF 82 |g22p 5 S
Fip =3 mA BF 183 10
=200 MHz (Ig=2 mA BF 182 60
[T =3 mA BF 183 55
f=470 MHz g =2 mA BF 180 500
BF 181

12.70
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BF 180

BF 181
BF 182
Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN BF 183
Allgemeine Kennwerte bei Tyy=25°C (Fortsetzung)
Vierpolkoeffizienten
Ucg=1W0V =500 MHz -Ig=2 mA BF 182 | g29h 250 s
-Ip=3 mA BF 183 350
f=800 MHz -Ig=2 mA BF 180 800
BF 181 1000
f=900 MHz -Ig=2 mA BF 182
-Ig=3 mA BF 183
f=50 MHz -Ig=2 mA BF 182 |Cg9p 1 pF
-Ig=3 mA BF 183
f=200 MHz -Ig=2 mA BF 182
-Ip=3 mA BF 183
f=500 MHz -Ig=2 mA BF 182
-Ig=3 mA BF 183
f=900 MHz -Ig=2 mA BF 182
-Ig=3 mA BF 183
f=470 MHz -Ig=2 mA BF 180 [b22p 2,95 mS
BF 181
f=800 MHz -Ip=2 mA BF 180 5
BF 181
Transitfrequenz -Ip=2 mA BF 180 (fr 700 MHz
:LCI%J 1\1(/)11;; BF 181 600
BF 182
-Ig=3mA BF 183 800
Rilckwirkungs- Ic=2 mA BF 180 |Cpe 0,25 pF
kapazitit _
Upg=10 V f=1MHz BF 181 0,3
f=100 MHz Ic=1mA BF 182 0,3(<0,5)
f=1MHz BF 183 0,3
Rauschzahl bei f=800 MHz BF 180 |F K dB
Ic =2 mA
UCE =10V
Rg=509Q
Leistungsverstirkung Ic=2mA BF 180 Vp 2 dB
f=800 MHz Urp=107V
f=800 MHz I-=2mA BF 182
UCB =10V
f=900 MHz Ic=3 mA BF 183 14
Ucp=10V
12.70
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BF 180

BF 181
BF 182
BF 183 Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN
Zulidssige
Gesamtverlustleistung Statische Stromverstdrkung
PtOt = f(T) - h2 E = f(Ic)
Ptot(mW) (ntl)zr1rrl;:) BF 180 Ugg =10V
| BF 181 =750
%0 8 Ty=25°C
\ 16
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Statische Stromverstirkung Statische Stromverstirkung
hy = = £(Ic) hg g =(I¢)
b2t [BFi8z 25 hoig [BF 183 Ty=125%
Ugg =10V 90 UcE=1UV
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BF 180

BF 181
BF 182
Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN BF 183
Kollektorstrom Ausgangskennlinien
1-=f(Ugp) Ic=f(Ucg)
IcmA) Cge g0 Ugg =10V IgimA) [“gr 189 =259
BF 181 Ty=25°¢
12 12
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140
8 8 e
s
6 5 //// 100
/, ///
e
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1
4 L~ |
2 211/, Ig=20yA
0 0 | |
0 02 0% 0§ Ugg (V) 0 4 8 12 18UV
Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien
Ic=1(UcE) Ic=£(UcE)
IcimA) ["gr 11 Ty= 25°C Ig(mA) [~ gF 182
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BF 180 -
BF 181

BF 182
BF 183 Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN
Ausgangskennlinien Transitfrequenz
6 t = 150MHz
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0 10 Ugg(v) 0 2 & & 8 lgma
Transitfrequenz ) Transitfrequenz
fp =1(I¢) fr=1I¢)
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BF 180

BF 181
BF 182
Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN BF 183
Transitfrequenz Basis-Emitter-Spannung
fr=fIc) - Ugg = {1c)
f(MHz)*BFIB:ﬁ = Ugg(V) R
1 f=100MHz BE'Y} |BF 182 Ty=25C
Veg=10v BF 183
I
08
S L1 —]
06
04
2
02
102 0
1 2 3 4 56 70(mA) 10 100 Ig(mA)
Verstirkungsregelbereich Eingangsleitwert
AGp=1(1¢c) ¥ = £(f)
(“d'i’g BF 180 Uyers=12V -31'1'.1""” BF 180 Ugg =10V
Rg=390Q “Cqgp BF) Ig=2mA | -
Ty=25°C Ty=25°C
0 U
A
&\ 103
HEE\\ ‘
2
W\ N 102
=) \ 4 —
¥
800 MHZ ] 2 . <
-40 470MHz|—]| 1 Citb| /1] N TN
N 10 :
200MH2 t
-50 \ \<' 4 b D11h
50MHz 2
-60 i 100
0 4 8 12 16igimA) 02 ¢ 102 2 ¢t

0L71

217



BF 180

BF 181
BF 182
BF 183 Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN
Eingangsleitwert Eingangsleitwert
yip=ff) = Y1 = £(f)
911b Ir=2mA b [BF 182 =10V
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BF 180

BF 181
BF 182
Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN BF 183
Ausgangsleitwert Ausgangsleitwert
yo2p =f(f) * y22p = £(f)

922b [BF180 Uce=10V c 9220(¥5) (g 151 Ig=2mA
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BF 180

BF 181
BF 182
BF 183 Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN
Vorwirtssteilheit Vorwértssteilheit
Yo =£(H) ¥o1p = (D)
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BF 180

BF 181
BF 182
Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN BF 183
Riickwirtssteilheit Riickwirtssteilheit
yi2b=£(f) = y12b = f(f)
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BF 180

BF 181
BF 182
BF 183 Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN
Riickwirtssteilheit Kollektorbasiskapazitit
yi2p = £(f) Ca2p=f(Ucp)
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Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN

BF 180
BF 181
BF 182
BF 183

Rauschfaktor und

Generatorleitwert
F = £(f)
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Si-Epitakxial-Planar-Transistor NPN BF 196

vorldufige Daten

Ausfiihrung Kunststoffgehduse ~SOT 33 23

Anwendung Fiir geregelte FS-ZF -
Verstidrkerstufen insnEmitterschaltung

~SOT 33 (0,29)

Grenzwerte bei Tyy=25°C

Kollektor-Basis-Spannung UcBO 40 v
Emitter-Basis-Spannung UEBRO 4 v
Kollektor-Emitter-Spannung UcEO 30 v
Uces |40

Kollektorstrom Ic 25 mA
Basisstrom I 3 mA
Gesamtverlustleistung Piot 250 mW
Sperrschichttemperatur T; 125 °C
Lagertemperatur Tg -65...125 | °C
Wirmewiderstand ' °C/W
Sperrschicht/Luft Rihu <400

12.70
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BF 196

Si-Epitaxial-Planar-Transistor NPN

vorldufige Daten

allgemeine Kennwerte bei T{y=25°C

Kollektor-Basis- Ucpo=20V IcBO 1(<100) nA
Reststrom -
Kollektor-Basis- IcBO=10 LA U(BR)CBO >40 v
Durchbruchspannung
Emitter-Basis- IEBO=10 A U(BR)EBO >4 v
Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter- IcEO=7 mA U(BR)CEO >30 A%
Durchbruchspannung
statische Strom- Ic=4 mA hg & 80 (>30)
verstidrkung Ucp=10V

Ic=10 mA >8

UCE = 2,5 v
Basis-Emitter- Ic=4 mA Upg 0,75 \'
Spannung Ucg=10V
Transitfrequenz Ic=4 mA fp 400 (>250) | MHz
f=100 MHz Ucg=10V
Riickwirkungs- Ig=0 -Cpe 0,2 pF
Kapazitét Ucp=10V
f=10,7 MHz
Rauschzahl Ic=4 mA F 3 dB
f=35 MHz Ucg=10V

Rg=100Q
Eingangskapazitit -Ip=4 mA Cille 37 pF
Eingangsleitwert :J;C'JEG =61(;\/[‘I’-Iz gile 4 mS
f=36,6 MHz ’
Riickwirtsteilheit Y12e| 34 uS
Winkel der Rickwérts- -9 2e 90 °
teilheit
Vorwirtsteilheit Y2iel 105 mS
Winkel der Vorwérts- -P21e 23 °
teilheit
Ausgangsleitwert g22e 40 uS
Ausgangskapazitét Ca2e 1,4 pF
12. 70
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Si-Epitaxial-Planar-Transistor NPN

i)

BEF 196

Zulédssige
Gesamtverlustleistung

Pyot = 1(Tyy)

Prot(mw)

200 \

\

100 \
S0 \
\

0 25 50 75 100 T,°0)

Ausgangskennlinien
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5518 Lna
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20 // /rhn]A
v T
/] 0,5mA
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12.70

vorldufige Daten

Kollektorstrom
Ic(mA) UcE=‘0V
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BF 196 Si-Epitaxjal-Planar—Transistor NPN

vorlédufige Daten

Transitfrequenz Rauschfaktor
fT = f(Ic) ~ F= f(Ic,RG)
fr{Hz) Ugg =10V F(dB) Ugg = 10V
f=100Hz
500
400 / A\
\ 10 Ig= emA 4y
AT
300 \ 8 // ImA H
A ion 1
6 // N5
200 H ‘I IAI
o mA T
\ T
100
\\ 2
N .
0 5 10 15 -Ic(mA) 10 100 RG(Q)

12.70
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Si-Epitaxial-Planar-Transistor NPN BF 197

vorldufige Daten

Ausfiihrung Kunststoffgehduse ~SOT 33

Anwendung Fiir FS.ZF-Verstérker-
stufen in Emitterschaltung

~SOT 33 (0,2g)

Grenzwerte bei Ty=25°C

Kollektor-Basis-Spannung UcBO 40 A%
Emitter-Basis-Spannung UEBO 4 v
Kollektor-Emitter-Spannung UcEO 25 v
Uces 40
Kollektorstrom Ic 25 mA
Basisstrom Ig 2 mA
Gesamtverlustleistung Piot 250 mW
Sperrschichttemperatur T; 25 °C
Lagertemperatur Ts -65...25 | °C
Wirmewiderstand . °C/W
Sperrschicht/Luft RinU <400
12.70
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BF 197

Si-Epitaxial-Planar-Transistor NPN

vorldufige Daten

allgemeine Kennwerte bei Ty=25°C

Kollektor-Basis- UcBo=20V icBO 1(<100) nA
Reststrom
Kollektor-Basis- IcBO=10 KA U(BR)CBO >40 A%
Durchbruchspannung
Emitter-Basis- IEBO=10 LA U(BR)EBO >4 A%
Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter- Icro=7 mA U(BR)CEO >25 %
Durchbruchspannung
statische Strom- Ic=7TmA h21E 100 (>40)
verstidrkung Ucg=10V
I-=20 mA >20
Ucg=2,5 v
Basis-Emitter- Ic=7TmA Upg 0,75 v
Spannung Ucg=10V
Transitfrequenz Ic=7 mA fT 550 (>350) | MHz
f=100 MHz Ucp=10V
Riickwirkungs- Ic=0 -Cpe 0,32 pF
Kapazitéat Ucr=10V
f=10,7 MHz
Eingangskapazitét -Ip =7 mA Ciie 45 pF
Urp=10V
i i CE .
Eingangsleitwert £=36,6 MHz 11e 4 mS
Riickwiirtsteilheit (Y 196l 56 HS
Winkel der Rickwirts- -9 19 92 °
teilheit
Vorwirtsteilheit Y216l 170 mS
Winkel der Vorwérts- Paie 22 °
teilheit
Ausgangsleitwert 8326 80 uS
Ausgangskapazitéat Ca2e 18 pF
12. 70
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Si-Epitaxial-Planar-Transistor NPN BF 197

vorldufige Daten

Zulédssige
Gesamtverlustleistung Kollektorstrom
Piot = {(Ty) Ig=1lg)
Pot(mW) IemA)yce=1ov y
0
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250 /
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50 AN
0 25 50 75 100 10 0 100 200 300 400 IgiA)
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BF 197 Si-Epitaxial-Planar-Transistor NPN

vorldufige Daten

Eingangskennlinie Transitfrequenz
Ig= f(UBE) fp= f(IE)
TglpAl Ugg = 10V frIMHz) Ugg=10V
600
TN
500 /
400 400 I \
300 300 N
AN
N
200 200
100 100
/
L]
0 0,2 04 06 08 ugev 0 5 10 15 ~1g(mA)
Kurzschluss-
Vorwértssteilheit
Y21e = (IE)
Y21elms) Ugg =10V B
f=36,6MHz 7 ~
/
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200 /

00— |

0 5 10 15 “IgimA)

12. 70
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Si-Epitaxial-Planar-Transistor NPN

BF 200

Ausfiihrung Metallgehduse TO 72,

galvanisch mit dem Kollektor verbunden.

Anwendung Fiir rege‘lbare und nicht ge-
regelte Vorstufen in VHF -Tunern.

Grenzwerte bei T{y=25°C

2,54

max

T0 72 (0,45g)

max
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N —
Ay
B44->+s §_§ ———
-l 584 53 12,7

min

Kollektor-Basis-Spannung UcBO 30 A%
Kollektor-Emitter-Spannung Ucro 20 A%
Emitter-Basis-Spannung UrBO 3 v
Kollektorstrom Ic 20 mA
Gesamtverlustleistung Piot 200 mwW
bei Tg=25°C 375
Sperrschichttemperatur Tj 175 °C
Lagertemperatur Tg -65...175 °C
Wiarmewiderstand °C/wW
Sperrschicht/Gehiuse RinGg <400

Sperrschicht /Luft Rinyu 750
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BF 200

Si-Epitaxial-Planar-Transistor NPN

Allgemeine Kennwerte bei Tyy=25°C

Kollektor-Basis- . IcBo=10 kA U(BR)CBO >30 A\
Durchbruchspannung
Emitter-Basis- Iggo=10 LA U(BR)EBO >3 \
Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter- IcEO=2 mA U(BR)CEO >20 A%
Durchbruchspannung
Kollektor-Basis- Ucpo=10V IcBO 1 nA
Reststrom
statische Strom- Ic=2 mA ho >15
verstidrkung Ucg=10V

Ic=12 mA >6

Ucg=7V
Transitfrequenz Ic=2 mA bigy 500 MHz
f=100 MHz Ucp=10V
Riickwirkungs- Ic=2 mA -Cie 0,3 (<0,5) pF
f=1MHz
Rauschzahl bei Ic=2 mA F 3(<5) dB
f=200 MHz Ucg=10V

Rg=10¢
Leistungsverstdrkung I-=2 mA Vp 22 dB
f=200 MHz Ucg=10V
Basis-Emitter- -Ig=2 mA UBg 0,8 v
Spannung Ueg=10V
Verstirkungsregel- Ic=2 mA AGp 45 dB
bereich in Basis- Upgp=10V
schaltung
=200 MHz
12,70
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Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN BF 200

Zuldssige
Gesamtverlustleistung Statische Stromverstirkung
Pt =HT) © hg g = (1)
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BF 200 Si-Epitaxial-Planar-Transistor NPN

Transitfrequenz Verstidrkungsregelbereich
fp=£Ic) ° AGp =1(1c)
f7(MHz) Ugg=10V AlpldB) - Upatt=12V
1=150MHz N Rp =3909
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Si-Epitaxial-Planar-Transistor NPN

BF 200
Eingangsleitwert Eingangsleitwert
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BF 200 Si-Epitaxial-Planar-Transistor NPN
Vorwirtssteilheit Riickwirtssteilheit
y21e =f(f) - y12b = (f)
|Y$e|‘“:i; YE : Ugg =10V [f125fws) Ugg = 10V
e 5 2l 1 = 2ma F1z2p(®) I¢ = 2mA
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Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN BF 235
Ausfilhrung Kunststoff-Keramik 25 min .
Normgehiuse RO 110 R 54 055
) 5€ ; =l
Anwendung - %
6,35e—10,2

BF 234 Transistor besonders geeignet fiir

Vor- und Mischstufen im Kurz- Mittel- und RO 110R(0,3g)
Langwellenbereich, sowie in Ton-ZF-Ver-

stirkern von Fernsehempfingern,

BF 235 Transistor besonders geeignet fiir
Vor- und Mischstufen bis in den UKW -Bereich.

Grenzwerte bei Ty=25°C

Kollektor-Basis-Spannung UcBo |30 v
Kollektor-Emitter-Spannung Ucgo |30 A%
Emitter-Basis-Spannung UgBO |4 v
Kollektorstrom Ic 30 mA
Basisstrom i 1 mA
Gesamtverlustleistung Piot 300 mwW
Sperrschichttemperatur T 125 °C
Lagertemperatur Tg -55...125 °C
Wirmewiderstand °C/W
Sperrschicht/Luft " Riny | <335

03. 71
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BF 234
BF 235

Si- Epitaxial-Planar-Transistoren NPN

Allgemeine Kennwerte bei Ty;= 25°C
Kollektor-Basis- ICBO =10 uA U(BR)CBO >30 v
Durchbruchspannung «
Emitter-Basis- IEBO =10 uA U(BR)EBO >4 \Y%
Durchbruchspannung
Kollektor- Emitter- ICEO= 2 mA U(BR)CEO* >30 V
Durchbruchspannung
Basis-Emitter- Ic= 1 mA Upg 0,7(0,65...0,74) V
Spannung Ucg=10V
Kollektor-Basis- Ucpo=10V ICBO 1 nA
Reststrom
statische Strom- IC =1 mA BF 234  |hg g 150(90... 330)
;'jerStf’fé“g‘g BT 235 70(40... 165)

CE
Transitfrequenz IC =1 mA fp 250(>150) MHz
UCE =10V
=100 MHz
Rauschzahl Ic=1mA BF 235 [F 3,5 dB
U =10V
RG =100 Q
=100 MHz
Rickwirkungszeit- Ie= 5 mA Thb! Cpet <11 ps
konstante
Riickwirkungs- Io=TmA Cioe 0,75(<1) pF
kapazitat .
Kusgangskapazitat Ig=-1 mA Coap 1,2 p¥
=100 MHz Ueg=10V
Ausgangsleitwert Ig=-1mA BF 234  [g99, 4 LA N
U =10 V
f=CSE(‘)0 kHz
f=100 MHz BF 235  |g99y, 90
Eingangskapazitit IE =-1 mA BF 234 |Cile 18 pF
Ucg=10V
f=10,7 MHz

*Impulsweise gemessen: =300 us, 8 <2%
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BF 234
Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN BF 235

Zulédssige
Gesamtverlustleistung

Piot =HTQR

Pmt( mw)
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